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目的
半導体向け薄膜のリーク電流密度を評価するためにデバイスパラメータ評価装置を
利用した。
実施内容
MISキャパシタの作成と電気特性評価

実験
Experimental

p-Si(100)基板上にSiO2膜をCVD法により作成した。その後、上部下部電極をスパッ
タ法により堆積した。上部電極はハードマスクを用い、所望のサイズの電極を形成
した。得られたMISキャパシタをデバイスパラメータ評価装置にて-20V～20Vの電
圧でI-V測定を行った。

結果と考察
Results and Discussion

I-V測定の結果、リーク電流密度は1.5×10-8 A/cm2 @ 1Vであることが確認された。
（図１）これは、文献値(8.2×10-8A/cm2 @ 1V)と比較して同等もしくは良好な結果
であり、高品位なSiO2膜が得られたことが示されている。測定範囲-20V～20Vでは、
概ね一定のリーク電流密度であり、良好な絶縁特性を示すことが確認された。
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図1 I-V測定結果
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